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Abstract 



A silicon wafer (6) production process involves (a) implanting hydrogen ions through a silicon oxide layer- 
coated silicon wafer surface to form a hydrogen-implanted layer (4); (b) bonding a substrate (5) to the wafer 
surface; (c) heating the wafer (1 ) to break off its surface at the hydrogen-implanted layer (4); and (d) heating 
the wafer portion (6), bonded to the substrate (5), in a hydrogen atmosphere to smooth the exposed broken 
surface of the wafer (6). Also claimed is a similar silicon wafer (6) production process, in which step (d) is 
replaced by (d 1 ) epitaxial silicon growth on the broken surface to form a new smooth surface. Preferably, 
step (d) is carried out by annealing at 1050-1350 deg C, plasma heating in a hydrogen atmosphere or rapid 
thermal annealing and step (d') is carried out by epitaxial growth in trichlorosilane, dichlorosilane, 
monochlorosilane or monosilane at \-800 deg C. Further claimed is a silicon wafer produced by one of the 
above processes. 
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(3) Verfahren zur Herstellung eines Silizi urn wafers und dadurch hergestellte Siliziumwafer 

® Ein Siliziumwafer mit einer SOl-Struktur wird ausgebil- 
det, der eine Oberflache aufweist, die f rei von der nachtei- 
ligen Wirkung eines chemisch-mechanischen Polierens 
ist. Anfanglich werden Wasserstoffionen in die Oberfla- 
che eines Siliziumwafers (1) implantiert, urn dadurch eine 
Schicht (4) mit implantiertem Wasserstoff auszubilden. 
Dann wird der Siliziumwafer so erwarmt, daS die Silizi- 
urnoberflachenschicht an der Schicht mit implantiertem 
Wasserstoff abschalt. Der Siliziumwafer wird dann in ei- 
ner Wasserstoffatmosphare warmebehandelt, um da- 
durch die Oberflache zu glatten, die durch das Abschalen 
freigelegt worden ist. Die Warmebehandlung kann durch 
eine Plasma-Warmebehandlung in Wasserstoff oder 
durch ein schnelles thermisches Gluhen ersetzt werden. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf cin Verfahren 
zur Herstellung eines Siliziumwafers und auf einen Silizi- 
umwafer, der dadurch hergestellt ist, und sie ist insbeson- 
dere anwendbar bezuglich eines Sitiziumwaferherstellungs- 
verfahrens und eines entsprechenden Siliziumwafers mit ei- 
ner SOI-Struktur (SOI = Silicon on Insulator = Silizium auf 
Isolator), die stark zu hochintegrierten Halbleitervorrichtun- 
gen, die bei hohen Geschwindigkeiten mit niedrigem Strom- 
verbrauch betrieben werden, beitragt. 

Es sind verschiedene Verfahren zur Herstellung von SOI- 
Wafem vorgeschlagen worden. Das vielversprechendste 
Verfahren unter diesen ist das Smart-Cut- Verfahren (siehe 
Electronics Letters, 31 (1995), 1201). 

Bei dem Smart-Cut- Verfahren wird ein Siliziumwafer zur 
Ausbildung einer Siliziumoxidschicht auf diesem erwarmt. 
Dann wird eine Wasserstoffionenimplantation durch die Si- 
lizium waferoberfiac he ausgefuhrt, urn dadurch eine Schicht 
mit implantierten Wasserstoff auszubilden. Dann wird ein 
Basis- Wafer an die Seite des Siliziumwafers gebondet, d. h. 
mit dieser verbunden, die nahe der Schicht mit implantieren 
Wasserstoff ist. Die beiden verbundenen Siliziumwafer wer- 
den dann erwarmt, wodurch sich die Siliziumwaferoberfia- 
che an der Schicht mit implantierten Wasserstoff abtrennt, 
was zu einer diinnen Siliziumschicht fuhrt, die an den Basis- 
Wafer (Substrat) gebondet, d. h. mit diesen verbunden ist. 
Die dunne Siliziumschicht weist winzige Oberflachenunre- 
gelmaBigkeiten auf, die durch chernisch-mechanisches Po- 
lieren geglattet werden, was den gewunschten SOI-Wafer 
ergibt. 

Es ist kurzlich berichtet worden, daB das chemisch-me- 
chanische Polieren die charakteristischen Eigenschaften und 
die Ausbeute bei Halbleitervorrichtungen stark beeinfluBt 
(siehe H. Yamamoto et al„ Proceeding of The 2nd Interna- 
tional Symposiums on Advanced Science an Technology of 
Silicon Materials, (1996), S. 425). 

Probleme mit dem Defekte verursachenden Polieren von 
. Siliziumwafem sind auch bei den Wafem mit SOI-Struktur, 
die durch das oben erwahnte Smart-Cut- Verfahren herge- 
stellt werden, unvermeidlich, und sie beeintrachtigen die 
charakteristischen Eigenschaften und die Ausbeute bei 
Halbleitervorrichtungen nachteilig. 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die oben 
erwahnten Probleme bei der herkommlichen Technologie zu 
beseitigen und ein Verfahren zur Herstellung eines Halblei- 
terwafers und einen Halbleiterwafer, jeweils mit einer SOI- 
Struktur, die frei von Oberflachendefekten ist, anzugeben; 

Diese Aufgabe wird gelost durch ein Verfahren nach An- 
spruch 1 oder 6 bzw. einen Siliziumwafer nach Anspruch 8. 

Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprii- 
chen angegeben. 

Nach einem Aspekt werden bei einem Verfahren zur Her- 
stellung eines Siliziumwafers Wasserstoffionen durch eine 
Hauptoberflache eines Siliziumwafers, der eine darauf aus- 
gebildete Siliziumoxidschicht aufweist, implantiert, urn eine 
Schicht mit implantierten Wasserstoff auszubilden. Dann 
wird ein Substrat an die Oberflache des Siliziumwafers ge- 
bondet. Der Siliziumwafer wird dann erwarmt, was die 
Oberflachenseite dazu bringt, an der Schicht mit implantier- 
ten Wasserstoff abzuschalen bzw. sich abzutrennen. Dann 
wird der Teil des Siliziumwafers, der an das Substrat gebon- 
det ist, in einer WasserstofFatmosphare warmebehandelt 
bzw. gegluht, urn dadurch die Oberflache des Wafers, die 
durch das Abschalen freigelegt wurde, zu glatten. 

Bei dem ProzeB zum Herstellen eines Siliziumwafers 
wird das Gluhen bzw. die Warmebehandlung bevorzugtcr- 
weise durch Erwarmen auf ungefahr 1050°C bis ungefahr 



1350°C ausgefuhrt. Altemativ wird das Warmebehandeln 
bzw. Gluhen bevorzugterweise mit der Hilfe eines Plasmas 
in einer Wasserstoffatmosphare ausgefuhrt. 
Bei einem anderen Aspekt wird in dem ProzeB zum Her- 
5 stellen eines Siliziumwafers das Gluhen bzw. die Warmebe- 
handlung bevorzugter Weise durch schnelles thermisches 
Gluhen (RTA) ausgefuhrt. In dem Verfahren zur Herstellung 
eines Siliziumwafers wird das Gliihen bzw. die Warmebe- 
handlung bevorzugterweise ausgefuhrt, nachdem die Ober- 
io flache, die durch das Abschalen freigelegt worden ist, che- 
misch-mechanisch poliert worden ist 

Entsprechend eines anderen Aspektes werden in einem 
Verfahren zur Herstellung eines Siliziumwafers Wasserstof- 
fionen durch eine Oberflache eines Siliziumwafers, der eine 
15 darauf ausgebildete Siliziumoxidschicht aufweist, implan- 
tiert, um dadurch eine Schicht mit implantierten Wasserstoff 
auszubilden. Dann wird ein Substrat an die Oberflache des 
Siliziumwafers gebondet bzw. mit dieser verbunden. Der Si- 
liziumwafer wird dann erwarmt, urn dadurch die Oberfla- 
20 chenseite dazu zu bringen, an der Schicht mit implantierten 
Wasserstoff abzuschalen bzw. sich abzutrennen. Dann wird 
ein epitaxiales Wachstum von Silizium auf der Oberflache 
des Wafers* die durch das Abschalen freigelegt worden ist, 
ausgefuhrt, um dadurch eine neue glatte Oberflache darauf 
25 auszubilden. 

Bei dem Verfahren zur Herstellung eines Siliziumwafers 
wird das epitaxiale Wachstum von Silizium bevorzugter- 
weise in Trichiorosilan (SiHCl 3 ), Dichlorosilan (SiH 2 Cl 3 ), 
Monochlorosilan (SiH 3 Cl), oder Monosilan (SiRO bei un- 
30 gefahr 800°C oder daniber ausgefuhrt. 

Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten ergeben sich 
aus der Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen anhand 
der Figuren. Von den Figuren zeigen: 
Fig. 1(a) bis 1(0 schematische Schnittansichten, die das 
35 Herstellungsverfahren eines SOI-Wafers entsprechend der 
ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 2 einem Gliihofen zum Gluhen eines Siliziumwafers 
in einer Wasserstoffatmosphare; 
Fig. 3(a) bis 3(c) das Neuanordnungsverfahren von Sili- 
40 ziumatomen in der Oberflache eines Siliziumwafers; 

Fig. 4 eine Schnellgluhvorrichtung zum Gluhen eines Si- 
liziumwafers mit einer SOI-Struktur entsprechend einer 
zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung; 
Fig. 5 eine Plasmagluhvorrichtung zum GlUhen eines Si- 
45 liziumwafers mit einer SOI-Struktur entsprechend einer 
dritten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 6 eine Vorrichtung fur ein epitaxiales Aufwachssy- 
stem fur einen Silizumwafer mit einer SOI-Struktur entspre- 
chend einer vierten Ausfuhrungsform der vorliegenden Er- 
50 findung; und 

Fig. 7 eine Schnittansicht eines Siliziumwafers mit einer 
SOI-Struktur entsprechend einer vierten Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung. 

Verschiedene Ausfuhrungsformen der vorliegenden Er- 
55 findung werden unter Bezugnahme auf die Figuren be- 
schrieben, in denen die gleichen Bezugszeichen die gleichen 
oder entsprechende Teile bezeichnen. 



1. Ausfuhrungsform 



60 



Der SOI-Wafer entsprechend Ausfuhrungsformen der 
vorliegenden Erfindung wird durch die Schritte hergestellt, 
die in schematischen Schnittansichten in den Fig. 1(a) bis 
1(f) gezeigt sind. 
65 Das Verfahren beginnt mit dem Vorbereiten eines Silizi- 
umwafers 1, der in Fig. 1(a) gezeigt ist. Der Siliziumwafer 1 
wird thermisch oxidiert zur Ausbildung einer Siliziumoxid- 
schicht 2, wie es in Fig. 1(b) gezeigt ist. Eine Wasserstoffio- 
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nenimplantalion (2.x 10 16 bis 1 x 10 17 Atome/cm 2 ) wird in 
einer Oberflache des Siliziumwafers ausgefuhrt, um eine 
Schicht 4 mil implanlierten Wasserstoff auszubilden, wie es 
in Fig. 1(c) gezeigt ist. Ein zweiter Siliziumwafer 5 (als ein 
Basis-Wafer) oder irgend ein anderes passendes Substrat 5 5 
werden an die Oberflache des Siliziumwafers gebondet, 
d. h. mit dieser verbunden, in die die Wasserstoffimplanta- 
lion ausgefuhrt worden ist, wie es in Fig. 1(d) gezeigt ist. 

Der Siliziumwafer 1 wird dann auf ungefahr 400°C bis 
ungefahr 600°C erwarmt, so daB seine auBere Schicht an der 10 
Schicht 4 mit implantierlen Wasserstoff abschalt bzw. sich 
abtrennt, wie es in Fig. 1(e) gezeigt ist, was einen Silizium- 
wafer 7 mit einer SOI-Struktur ergibt, die ein Substrat 5 und 
eine diinne Siliziumschicht 6, die daran gebondet ist, auf- 
weist. Die diinne Siliziumschicht 6 wird durch chemisch- 15 
mechanisches Polieren geglattet, um ihre Oberflachenunre- 
gelmaBigkeiten von ungefahr 20 nm zu entfemen, wie es in 
Fig. 1(0 gezeigt ist. 

Die oben erwahnten Schritte sind dieselben wie diejeni- 
gen des Smart-Cut- Verfahrens. 20 

Der Siliziumwafer 7 wird in einer Wasserstoffatmosphare 
unter Verwendung eines Gluhofens gegliiht bzw. warmebe- 
handelt, wie es in Fig. 2 gezeigt ist. Die Siliziumwafer 7, die 
zu gliihen bzw. mit Warme zu behandeln sind, werden durch 
einen Waferhaiter 8, der in einem Ofengehause 9 piaziert ist, 25 
gehalten. Das Ofengehause 9 weist einen WasserstoffeinlaB 
an seiner Oberseite und einen AuslaB an seinem Boden auf. 

Unter Verwendung dieses Gluhofens wird der Silizium- 
wafer 7 in der Stufe aus Fig. 1(e) in einer Wasserstoffatmo- 
sphare bei ungefahr 1050°C bis ungefahr 1350°C fur einige 30 
10 Sekunden bis einige 10 Minuten warmebehandelt. Die 
Warmebehandlung ergibt den Siliziumwafer 7 mit einer 
glatten Oberflache, wie es in Fig. 1(f) gezeigt ist. Die Gliih- 
temperatur sollte in dem Bereich von ungefahr 1050°C bis 
ungefahr 1350°C sein, um eine stabile Bearbeitung, einen 35 
verbesserten Durchsatz und eine verbesserle Waferqualitat 
zu erhalten. Eine Warmebehandlung bei Temperaturen, die 
niedriger als ungefahr 1050°C liegen, wird eine lange Zeit 
benotigen, und eine Warmebehandlung bei Temperaturen, 
die hoher als ungefahr 1350°C sind, wird das Silizium 40 
schmelzen. 

Ein Gliihen bzw. ein Erwarmen in einer Wasserstoffatmo- 
sphare glattet die Oberflache des Siliziumwafers durch die 
Neuanordnung der Siliziumatome in der Oberflache, was in 
Fig. 3 schematisch illustriert ist. Fig. 3(a) ist eine vergro- 45 
Berte schematische Schnittansicht der Oberflache des Silizi- 
ums vor der Warmebehandlung. Ein Erwarmen in einer 
Wasserstoffatmosphare aktiviert die Oberflache des Siiizi- 
ums, wie es in Fig. 3(b) gezeigt ist. Die aktivierten Siliziu- 
matome bewegen sich in der Oberflache herum, bis sie ener- 50 
getisch stabil werden bzw. in eine energetisch stabile Lage 
kommen, was in der Oberflache resultiert, die in Fig. 3(c) 
gezeigt ist 

Eine Warmebehandlung nach der Stufe aus Fig. 1(e) er- 
gibt einen Siliziumwafer, der frei von der nachteiligen Wir- 55 
kung des chemisch-mechanischen Polieren s ist. 

Alternativ kann der Siliziumwafer in der Stufe aus Fig. 
1(e) zuvor einem optionalen chemisch-mechanischen Polie- 
ren in einem angemessenen AusmaB unterliegen. Dieses 
chemisch-mechanische Polieren vereinfacht und beschleu- 60 
nigt das Gliihen in einer Wasserstoffatmosphare. Der resul- 
uerende Siliziumwafer ist frei von der nachteiligen Wirkung 
des chemisch-mechanischen Polierens. 

2. Ausfuhrungsform 65 

Entsprechend dieser Ausruhrungsform wird ein Silizium- 
wafer mit SOI-Stmktur unter Verwendung einer Schnell- 
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gluhvorrichtung, die in Fig. 4 gezeigt. ist, hergestellt. Die 
Gluhvorrichtung besteht aus einer Aufnahme 10 zum Halten 
des zu gluhenden Siliziumwafers 7, einer transparenten 
Kammer 11 und Infarot-Heizlampen 12. Die Kammer 11 
weist einen WasserstoffeinlaB an der linken Seite und einen 
AuslaB an der rechten Seite auf. 

Anders als bei dem Stapelbetrieb der ersten Ausfiihrungs- 
fonn erlaubt das Gliihen bei dieser Ausfuhrungsfonn eine 
Einzelwafer-Verarbcitung durch schnelles thermisches Glii- 
hen, bei der der Siliziumwafer mit Warmestrahlung fur eine 
kurze Zeit bestrahlt wird. Die Quelle der Warmestrahlung 
konnen Halogenlampen, Bogenlampen oder Xenon-Blitz- 
lampen sein. Dieses Gliihen bzw. diese Warmebehandlung 
kann bei dem Siliziumwafer 7, der in der ersten Ausruh- 
rungsform vorbereitet wurde, angewendet werden. Der Vor- 
teil des schnellen Gluhens ist eine einfache ProzeBsteue- 
rung. 

3. Ausfuhrungsfonn 

Entsprechend dieser Ausruhrungsform wird ein Silizium- 
wafer mit einer SOI-Struktur unter Verwendung einer 
Plasma-Gluhvorrichtung hergestellt, wie sie in Fig. 5 ge- 
zeigt ist. Die Gluhvorrichtung besteht aus einem Paar von 
Elektroden 13, zwischen denen der Siliziumwafer 7 gehal- 
ten wird, einer Kammer 14, einem Hochfrequenzgenerator 
(Radiofrequenzgenerator) 15 und einem Kondensator 16. 
Die untere Elektrode wird durch eine Heizeinheit (nicht ge- 
zeigt) auf hunderten von Grad gehalten. Die . Kammer 14 
weist einen WasserstoffeinlaB auf der linken Seite und einen 
AuslaB an der rechten Seite auf. In diesem Fall wird Plasma- 
wasserstoff durch Hochfrequenzleistung erzeugt Es ist 
moglich, ein Plasma durch Verwenden von ECR (Electron- 
Zyklotron Resonance = Elektronen-Cyclotron-Resonanz) 
oder Verwendung eines Lichtstrahles zu erzeugen. Dieses 
Gliihen kann bei dem Siliziumwafer 7, der in der ersten Aus- 
fuhrungsform vorbereitet wird, angewendet werden. 

Anders als bei der Warmebehandlung in der ersten und 
der zweiten Ausfuhrungsform, die bei einer hohen Tempera- 
tur in Wasserstoff ausgefuhrt worden ist, wird die Warmebe- 
handlung bei dieser Ausruhrungsform in einem Plasma aus- 
gefuhrt. Der Vorteil der Warmebehandlung in einem Plasma 
ist der, daB die Warmebehandlungstemperatur niedrig ist, 
wobei sie in einem Bereich von ungefahr Raumtemperatur 
bis ungefahr 600°C liegt. Eine Warmebehandlung bei dieser 
Ausfuhrungsform bendtigt eine kurzere Zeit als diejenige 
bei der ersten Ausruhrungsform, wodurch die ProzeBsteue- 
rung erleichtert und eine Kontamination reduziert wird. 

4. Ausfuhrungsform 

Entsprechend dieser Ausfuhrungsform wird ein Silizium- 
wafer mit einer SOI-Struktur unter Verwendung eines epit- 
axialen Wachstumssystems hergestellt, wie es in Fig. 6 ge- 
zeigt ist. Das epitaxiale Wachstumssystem besteht aus ei- 
nem Halter 17 zum Halten und Drehen des Siliziumwafers 7 
fur ein epitaxiales Wachstum, einer Hochfrequenzspule (Ra- 
diofrequenzspule) 18 und einer Kammer 19. Die Kammer 
19 weist einen WasserstoffeinlaB. in Zentrum und Auslasse 
an der rechten und linken Seite auf. 

Anders als bei der ersten Ausfuhrungsform, bei der ein 
Abschalen des Wafers durch eine Warmebehandlung in 
Wasserstoff gefolgt wird, ist diese Ausfuhrungsform so ent- 
worfen, daB das epitaxiale Wachstum des Siliziums auf der 
abgeschalten Oberflache ausgefuhrt wird, die freigelegt 
worden ist nachdem die diinne Siliziumschicht 6 an der 
Schicht 4 mit implantiertem Wasserstoff in der Stufe aus 
Fig. 1(e) abgeschalt worden ist. Das epitaxiale Wachstum 
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des Siliziums bildet eine Oberflache, wie es in Fig. 7 gezeigt 
ist. Das epitaxiale Wachstum des Siliziums wird in TVichlo- 
rosilan (SiHCl 3 ), Dichlorosilan (SiH 2 Cl2), Monochlorosilan 
(SiH 3 Cl) oder Monosilan (SiR,) bei 800°C oder dariiber 
ausgefuhrt. Das epitaxiale Wachstum bildet eine Silizium- 5 
schicht, die frei von Defekien isL Diese epitaxiale Wachs- 
tum kann auf den Siliziumwafer 7, der in der ersten Ausfuh- 
rungsform vorbereitet worden ist, angewendet werden. 

Der Verfahrensablauf in dieser Ausfuhrungsform bietct 
den Vorteil des Reduzierens der nachteiligen Wirkung des to 
chemisch-mechanischen Polierens und des Ermoglichens 
einer leichten Steuerung der Dicke der Siliziumschicht 6 des 
Siliziumwafers. 

Wie oben erwahnt worden ist, die vorliegende Erfindung 
iiefert einen Siliziumwafer mit einer S.OI-Struktur mit einer 15 
Oberflachenschicht mit gewunschten Eigenschaften, der frei 
von der nachteiligen Wirkung des chemisch : mechanischen 
Polierens ist. 

Offensichtlich sind verschiedene zusatzliche Modifikatio- 
nen und Variationen im Iichte der obigen Lehren moglich. 20 
Es ist daher klar zu verstehen, dafl die vorliegende Erfin- 
dung auch anders als es in der obigen Beschreibung spezi- 
fisch beschrieben worden ist, ausgefuhrt werden kann. 
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schalen freigelegt ist, urn dadurch eine neue glatte 
Oberflache auf dieser auszubilden. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem das epitaxiale 
Wachstum des Siliziums in Trichlorosilan (SiHCl 3 ), 
Dichlorosilan (SLH2G2), Monochlorosilan (SiH 3 Cl) 
oder Monosilan (SiHO bei 800°C oder dariiber ausge- 
fuhrt wird. 

8. Siliziumwafer, der durch das Verfahren hergestellt 
ist, das durch irgcndeinen der Anspriiche 1 bis 7 defi- 
niert ist. 



Hierzii 5 Seite(n) Zeichnungen 



Patentanspriiche 25 

1. Verfahren zum Herstellen eines Siliziumwafers (6), 
das die Schritte aufweist: 

Implantieren von Wasserstoffionen durch eine Haupt- 
oberflache eines Siliziumwafermaterials (1), das eine 30 
darauf ausgebildete Siliziumoxidschicht (2) aufweist, 
urn dadurch eine Schicht (4) mit implantierten Wasser- 
stoff auszubilden, 

Bonden eines Substrates (5) an die Oberflache des Sili- 
ziumwafermaterials (1), 35 
Erwarmen des Siliziumwafermaterials (1), um dadurch 
die Oberflachenseite dazu zu bringen, an der Schicht 
(4) mit implantierten Wasserstoff abzuschalen, und 
Erwarmen des Teils (6) des Siliziumwafers, der an das 
Subslrat (5) gebondet ist, in einer Wasserstoffatmo- 40 
sphare, um dadurch die Oberflache des Wafers (6) die 
durch das Abschalen freigelegt worden ist, zu glatten. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Gliihen 
durch Erwarmen bei 1050 bis 1350°C ausgefuhrt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Erwarmen 45 
mit der Hilfe von Plasma in einer Wasserstoffatmo- 
sphare ausgefuhrt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Erwarmen 
durch schnelles thermisches Gliihen ausgefuhrt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, bei 50 
dem das Erwarmen nach einem chemisch-mechani- 
schen Polieren der Oberflache, die durch das Abscha- 
len freigelegt worden ist, ausgefuhrt wird. 

6. Verfahren zum Herstellen eines Siliziumwafers (6), 
das die Schritte aufweist: 55 
Implantieren von Wasserstoffionen durch eine Oberfla- 
che eines Siliziumwafermaterials (1), das eine Silizi- 
umoxidschicht (2), die darauf ausgebildet ist, aufweist, 
um dadurch eine Schicht (4) mit implantierten Wasser- 
stoff auszubilden, 60 
Bonden eines Substrates (5) an die Oberflache des Sili- 
ziumwafermaterials (1), 

Erwarmen des Siliziumwafermaterials (1), um dadurch 
die Oberflachenseite dazu zu bringen, an der Schicht 
(4) mit dem implanuerten Wasserstoff abzuschalen, 65 
und 

Ausfuhren eines epitaxialen Wachstums von Silizium 
auf der Oberflache des Wafers (6), die durch das Ab- 
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